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12.08.02 Sb/Pv 

ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart 


Halbleiteranordnima itiit- einem pn-Uberaana und Verf alnren zur 
Herstelluna einer Halbleiter-anordnuna 

Stand der Technik 

Die Erf indung geht aus von einer Halbleiteranordnung \md 
einem Verfahren nach der Gattxing der nebengeordneten 
Anspri^che . 

Halbleiterdioden zur Spannungsbegrenzung sind allgemein 
bekannt und warden im allgemeinen als pn-Dioden so 
ausgelegt/ dass eine p-Schicht in ein homogen dotiertes n~ 
Gebiet eindif fundi ert ist. Zur Reduktion des 

Bahnwiderstandes und der besseren ohmschen Anbindung des n- 
... Halbleiters an die Metallisiearung wird das n-dotierte 
Gebiet von der Waf erriickseite her oftmals stark n-dotiert. 

Aus der Druckschrif t DE 4320780 ist eine Halbleiterdiode 
bekannt, bei welcher die auftretende Feldstarke im Randbereich 
des Halbleiterchips geringer ist als die Feldstarke im- Inneren 
des Bauteils . . 


Vorteile der Erf indvmg 

Die erf indungsgemafie Halbleiteranordnung xind das 
erf indungsgemafie Verfahren init den Merkmalen der 
nebengeordneten Anspriiche haben demgegentiber den Vorteil, 
dass die Halbleiteranordnung z\ir Reduktion der Feldstarke 
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am Chiprand, sowie die Herstelliing der Halbleiteranordnung - 
wesentlich einfacher ist. 

Durch die in den Unteransprtichen auf geftilirten Mafinahmen 
sind vorteilhaf te Weiterbild\ingen und Verbesseorungen der in 
den nebengeordneten Anspriichen angegebenen 

Halbleiteranordniang und des Verfahrens zu deren Herstelliing 
moglich. 

Zeichnimg 

Ein Ausftihrungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt \ind in der nachf olgenden Beschxeibixng naher 
erlautert. Es zeigen 

Figur 1 eine schematische Darstellung des Querschnitts 
einer bekannten Diode, Ficpur 2 eine schematische 
Darstellung des Querschnitt einer erf indungsgemaSen 
Halbleiteranordnung, Figur 3 eine schematische Darstellung 
der Herstellungsschritte zur Herstellung der 
erf indungsgema£en Halbleiteranordnung . 

Beschreibung 

In Figur 1 ist eine bekannte Diode 100 in ihrem Querschnitt 
dargestellt. Halbleiterdioden 100 zur Spannungsbegrenzung 
werden in der Kegel als pn-Dioden so ausgelegt, dass eine 
p-dotierte Schicht 2, die im f olgenden auch als erste 
Schicht 2 bezeichnet wird, in ein homogen n-dotiertes 
Gebiet 1, eindif fundiert ist. Zur Reduktion des 
Bahnwiderstandes und zur besseren ohmschen Anbindung des n- 
Halbleiters an die Metallisierung wird das n-dotierte 
Gebiet 1 von der Waf erruckseite, welche in alien Figuren im 
unteren Teil der* Figur zu denken ist, her stark n~dotiert. 
Hierdurch entsteht eine mit dem- Bezugszeichen 3 bezeichnete 
dritte Schicht 3. Die Bezugnahme auf n-Dotierung bzw. p- 
Dotierung ftir bestimmte Schichten oder Gebiete ist in Figur 
1 und in alien weiteren Figuren lediglich beispielhaf t zu 
verstehen; der fvir die Dotierung verwendete 


- 3 - 


R. 42226 


Ladiangstragertyp kann erf indungsgemaJS aucli vertauscht 
werden. Die Schichten 1, 2, 3 bilden zusammen den als Chip 
10 bezeichneten Halbleiterk5rper . Als Halbleitermaterial 
kommt dabei insbesondere Siliziim in Frage; es kann jedoch 
auch ein anderes Halbleitermaterial Verwendung finden. 
Diese Aussage bezieht sich gleichfalls auf alle folgenden 
Fignren. 

Weiterhin ist in Figur 1 eine Oberseitenmetallisierung 4 
iind eine Unterseitenmetallisieriing 5 dargestellt. 

Wird an eine solche Diode 100 eine Sperrspannung Ug 
angelegt, so steigt der Strom stark an, sobald die 
Zenerspannung -uberschritten ist. Die Ursache des 
Stromanstiegs, d.h. der Spannungsbegrenzung , liegt in dem 
einsetzenden Avalanche- oder Lawinenef f ekt begriindet. Bei 
Anlegen einer Sperrspannung Ug bildet sich an der pn- 
Grenfiache, d.h. am pn-Ubergang, eine sogenannte 
Raumladungszone aus, Ab einer bestimmten elektrischen 
Feldstarke E^^^ von ca. (2-4) *10^ V/cm werden Ladimgstrager 
in der Raumladungszone so stark beschleunigt , dass sie bei 
StoSen mit dem Kristallgitter Bindungen des Halbleiters 
aufbrechen und so weitere Elektronen und Locher erzeugen, 
die ihrerseits beschleunigt werden und Bindungen aufbrechen 
konnen. Dadurch steigt der Strom iiber alle MaEen an, d.h. 
er kann sehr grol^ werden. Bei der bekannten Diode 100 gemaS 
der Figur 1 endet der pn-Ubergang in dem Bereich eines 
SSgegrabens des Chips. Zur Herstellung der Dioden 100 wird 
namlich eine Vielzahl von Diodenchips 10 als sogenannter 
Wafer gemeinsam hergestellt und prozessiert. Diese Vielzahl 
von Chips 10 mUssen anschlieSend vereinzelt werden. Dies 
geschieht beispielsweise durch SSgen. Hierdurch entstehen 
die SagegrSben, welche aber in Figur 1 nicht eigenstMndig 
mit einem Bezugszeichen bezeichnet sind, sondem lediglich 
als Rand des Chips erkennbar sind. Das Kristallgitter ist 
im Bereich der Sagegraben, je nach Sageart und Sageprozess 
bis 2u einer Tiefe, d.h, in einer Richtung parallel zur 
Chipebene, von einigen Mikrometern bis einigen zehn 
Mikrometern gestort. Solche Bereiche, die im folgenden auch 
als Damagezone bezeichnet werden, weisen hohe 
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Zustandsdicliten in der Bandlticke auf . Die Damagezone bzw. 
ihre Breite bzw. Tiefe ist in Figur 1 mit dem Bezugszeichen 
22 bezeichnet. Durch die hohe Zustandsdichte in der 
Bandlticke erhSht sich die Rekombinationswahrscheinlichkeit 
fiir Ladungstrager \ind damit der Sperrstrom. Die zur 
Auslosung des Lawinenef f ekts benotigte elektrische 
Feldstarke ist im Bereich der Damagezone wesentlich kleiner 
als im inneren, ungest5rten Chipbereich. Deswegen findet 
der Lawinendurchbamch bei der Diode 100 zuerst am Chiprand 
statt. Die Folge davon sind Vordur chbrtiche , die sich in 
veramndeten Sperrkennlinien ^ufiern. Da deshalb die 
Stromdichte in diesen Randbereichen erh5ht ist, wird die 
pn-Diode 100 am Chiprand starker thermisch belastet als in 
der Mitte. Dies hat eine deutlich reduzierte 

Impulsf estigkeit der Diode zur Folge. Bei derartigen Dioden 
100 ist es deshalb tiblich, den gestorten Chipbereich, d.h. 
die Damagezone, beispielsweise durch Atzen mit KOH, 
abzutragen . 

In Figur 2 ist eine schematische Darstellung des 
Querschnitts einer erf indungsgemalSen Halbleiteranordaung 
200 gezeigt. Der Chip 10 bzw. das Halbleitersubstrat 10 
-umfaJSt die erste Schicht 2, welche beispielhaft p-dotiert 
vorgesehen ist. Weiterhin umfa&t der Chip 10 die zweite 
Schicht 1, welche beispielhaft n-dotiert vorgesehen ist. 
Die p-dotierte erste Schicht 2 wird in spezieller 
strukturierter Weise in das Halbleitermaterial 10 
eingebracht, so dass ein in Figur 2 angedeuteter 
Randbereich 2a der ersten Schicht 2 und ein Mittenbereich 
2b der ersten Schicht 2 entsteht. Der Randbereich 2a weist 
eine geringere Dotierstof fkonzentration auf als der 
Mittenbereich 2b in der Chipmitte. Weiterhin veriauft die 
Grenzflache zwischen der p-dotierten ersten Schicht 2 \ind 
der n-dotierten zweiten Schicht 1, wobei die Grenzflache in 
Figur 2 mit dem Bezugszeichen 12 bezeichnet ist, im 
Randbereich 2a der ersten Schicht 2 nicht mehr parallel zur 
Waferoberf lache bzw. zur Chipebene, welche in Figur 2 mit 
einem Doppelpfeil und dem Bezugszeichen 13 bezeichnet ist . 
Die Grenzflache 12 ist im Randbereich 2a zur ersten Schicht 
2 hin, d.h. zur Chipoberseite hin, gebogen. Beide 
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Eigenschaf ten, die geringe p-Dotier\ingskonzentration \ind 
der nichtparallele Verlauf des pn-Ubergangs 12 erhohen die 
kritische Feldstarke E^^^ im Randbereich 2a des Chips 10. 
Dadurch. wird erreicht, dass der Lawinendurchbnich im Innem 
des Chips 10, d.h. im Mittenbereich 2b der ersten Schichfc 
2, und nichtam Chiprand stattfindet. Daraiis resultieren 
geringe Sperrstrome und hohere Impulsf estigkeiten. AujSerdem 
kann in den meisten Fallen das aufwendigfe Entf ernen der 
Damagezone (die in Figur 2 der Einfachheit halber nicht 
dargestellt ist) mittels Atzen entf alien. Die geringere 
Dotieriing des Rcindbereichs 2a ftihrt zu einer pn-Diode mifc 
haherer Zenerspannung am Chiprand als im Mittenbereich 2b, 
da sich die Raumladungszone mehr in den Randbereich 2a 
erstreckt als in den Mittenbereich 2b. Der Randbereich 2a 
gelangt im Sperrbetrieb nicht in den Lawinendurchbruch, da 
die iimere Diode, d.h. der pn-Ubergang zwischen dem 
Mittenbereich 2b und der zweiten Schicht 1, einen 
Spanniingsanstieg tiber die Zenerspannung, die fur den 
Rcindbereich 2a maSgeblich ist, hinaus verhindert. Der 
nichtparallel Verlauf des pn-tJbergangs 12 im Randbereich 2a 
gegenuber der Chipebene 13 entspricht dem Prinzip des 
sogenannten positiven Bevelings, welches ebenfalls zu einer 
groiSeren lokalen Zenerspannung ftihrt. Infolge der 
Ladungsneutralitat dehnt sich die Raumladungszone am Rand 
weiter aus als im parallelen Fall, so dass die elektrische 
Feldstarke an der Oberfl^che, d.h. am Randbereich 2a noch 
weiter herabgesetzt ist. Durch das erf indxingsgemaSe 
positive Beveling der Grenzflache 12, d.h. durch die 
"Durchbiegung" des Randbereichs 12 nach oben hin, im 
Randbereich 2a ergibt sich durch eine Trennung der Chips 10 
eines Wafers an bestimmten Stellen der gekrummten bzw. 
gebogenen Grenzflache 12 ein unterschiedlicher Winkel 
zwischen der GrenzflcLche 12 und der Chipoberf ISche, d.h. 
der Chipebene 13, je nach dem an welcher Stelle des 
Grenzflachenverlauf s der Grenzflache 12 der Chip 10 
abgetrennt wird. Dieser Winkel wird auch Bevel ing-Winkel 
genannt und ist in der Figur 2 mit dem Bezugszeichen 14 
versehen. Je kl einer nach der Trennung bzw. Vereinzelung 
der Chips 10 ein tibrigbleibender Teilbereich ist, desto 
kleiner wird - bei sonst gleichen Bedingungen - der 
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Bevelirig-Winkel 14 sein. Beispielhaft betragt der Beveling- 
Winkel der erf indxmgsgemaiSen Halbleiterainordnung 200 
wenigstens 45°. Der nach der Vereinzelung der Chips 10 
tibrigbleibende.Teilbereich ist in Figur 2 mit dem ^ 
Bezugszeichen 20 versehen. Diese Breite entspricht im 
wesentlichen - bis auf die Sageblattbreite beim Vereinzeln./ 
welche im Zusammexihang mit Figur 3e weiter unten 
beschrieben ist - der Halfte der Breite des Teilbereichs 7, 
welcher im Zusammenhang mit der Figur 3b weiter unten 
genauer beschrieben ist. 

In Figur 3 wird ein Beispiel eines Herstelliingsprozesses 
der erf indungsgemaSen Halbleiteranordnung 200 bzw. der 
erf indungsgemaSen Diode 200 dargestellt. Die Diode 200 
weist beispielhaft eine Zenerspannung von ca. 50 V auf. 
Selbstverstandlich kann eine solche Diode auch fur grolSere 
Oder kleinere Spannungen ausgelegt wetden. 

Ein SiliziuiQSubstfat 10 bzw. der Chip 10 mit einer Dicke 
von ca. 200Mm \md einer n-Dotierung von ca. 2,6*10"cm"^ wird 
beispielhaft auf der Vorderseite, d.h. jeweils im oberen 
Teil der dargestellten Anordnungen, mit Bor, auf der 
Riickseite, d.h. jeweils im unteren Teil der dargestellten 
Anordnungen, mit Phosphor belegt. Hierdurch entsteht eine 
in Figur 3a dargestellte Anordnung mit der ersten, im 
Beispiel mit Bor dotierten, Schicht 2, der zweiten, im 
Beispiel mit der n-Grxinddotierung versehenen, zweiten 
Schicht 1 und der dritten, im Beispiel mit Phosphor 
dotierten, Schicht 3. Oberhalb von Figur 3a ist noch die 
Chipebene 13 mittels eines Doppelpfeils dargestellt. Die 
Belegung mit Bor bzw. Phosphor kann erf indungsgemaS 
beispielsweise durch loneniniplantation, durch ein 
Dotierglas oder durch eine Dotierfolie erfolgen. 
Insbesondere konnen dotierte Glasschichten durch APCVD- 
Verfahren (Atmospheric pressure chemical vapour deposition) 
aufgebracht werden oder es konnen Dotierfolien in bekannter 
Weise verwendet werden. Durch diese Verfahren ist es in 
vorteilhaf ter Weise moglich, Dotierstoffe praktisch 
gleichzeitig auf die Vorderseite, beispielsweise Bor, und 
auf die Riickseite, beispielsweise Phosphor, auf zubringen. 
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Im Falle der dotierten APCVD-Gl^ser erfolgt anschlieEend 
eine etwa 0,5-3 Stimden dauernde Diffusion bei hohen 
Temperaturen. Bei Folienbelegxing erfolgt beispielsweise 
eine Diffusion von 0,5-3 Stunden bei 1265^C in 
Sauerstof fhaltiger Atmosphere, Danach befindet sich der 
Siliziumwaf er bzw. der Chip 10 in einem Zustand wie in 
Figur 3a dargestellt ist. Die Bor- bzw. Phosphordosen 
betragen beispielsweise (1-2) *10"cm'^. 

AnschliejBend wird die Waf ervorderseite strukturiert . Dies 
kann in besonders vorteilhaf ter Weise durch EinsSgen der 
Vorderseite mit einer Diamantsage oder durch 
wasserunterstxitztes Laserschneiden erfolgen. In der Figur 
3b ist der resultierende Chip 10 bzw. der Wafer nach dem 
Strukturierungsschritt dargestellt. Die Sagetiefe, die in 
Figur 3b mit dem Bezugszeichen 21 bezeichnet ist, betragt 
beispielsweise 5-35 fim. Im Regelfall wird die Sagetiefe 21 
so gewShlt, dass sie tiefer als die Eindringtief e der 
Borschicht 2, d,h. der ersten Schicht 2 in die n-dotierte 
zweite Schicht 1 ist. Durch die Wahl der Sagetiefe kann die 
laterale Ausdif fusion der Borschicht, bzw. die 
Borkonz antra t ion - und damit die Durchbruchf eldstarke am 
Chiprand - bei der anschlieSenden Diffusion beeinf lu&t 
werden. Je grolSer die Sagetiefe 21, desto geringer ist die 
laterale Ausdif fusion und die kritische FeldstSrke Ekrit am 
Chiprand- Die Breite des S^geblatts richtet sich nach 
sagetiefe 21 und anschlie£endem* Dif fusionsprozess , typisch 
sind Sagebreiten von lOO^m. Durch den Sagevorgang wird dem 
Chip an seiner Vorderseite ein Teilbereich entnommen. 
Dieser Teilbereich ist in Figur 3b mit dem Bezugszeichen 7 
bezeichnet. Die Breite des Teilbereichs 7 entspricht der 
Sagebreite . 

Fiir den Fall, dass die Einbringung der Dotierstoffe in die 
Waf ervorderseite bereits strukturiert erfolgt, eriibrigt 
sich in der Kegel der Sageschritt. 

Nach dem Strukturierungsprozess findet die eigentliche 
Diffusion, d.h. das Eintreiben der Dotierstoffe ins 
Halbleitermaterial des Chips 10, d.h. insbesondere ins 
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SiliziuiU/ statt. So wird erf indungsgemafi beispielsweise bei 
1265^C 90 Stunden lang dif f tmdiert. Dabei wird ein 
Dotierprofil erhalten, wie es in der Figur 3c dargestellt 
ist. Die Dotierstof f e, die in die Unterseite des Wafers 10 
bzw. des Chips 10, d.h. in die dritte Schicht 3 eingelagert 
wurden - vergleiche Figur 3a bzw. Figur 3b - wandern durch 
den Dif fusionsschritt nach oben in das Halbleitermaterial 
hinein, welches mit der Grxinddotierung versehen ist. 
Hierdurch wird der Bereich der dritten Schicht 3 auf Kosten 
des Bereichs der zweiten Schicht 1 im Wafer 10 ausgeweitet 
bzw. vergrSlSert. Die Dotierstof f e, die in der Oberseite des 
Wafers 10 eingelagert wiirden, sind erf indungsgemaS 
struktiiriert vorgesehen, d.h. sie erstrecken sie nicht tiber 
die gesamte Flache des Wafers 10 bzw. des Chips 10, sondern 
nur in den Teilbereichen der ersten Schicht 2, d.h. in den 
Chipbereichen unterhalb der Teilbereiche 7 - vergleiche die 
Figur 3b \md 3c - ist kein Dotierstoff der ersten Schicht 2 
vorhanden. Durch die Diffusion wandert jedoch der 
Dotierstoff, der strukturiert in die Oberseite des Wafers 
10 eingebracht wurde, zum einen "senkrecht" nach unten in 
die Chipbereiche der mit der Grunddotierung versehenen 
zweiten Schicht 1 vihd verkleinem diese zweite Schicht 1 
wiederum zugunsten der ersten Schicht 2 . Zum anderen 
wandert der Dotierstoff jedoch auch "seitlich" in die 
Bereiche der zweiten Schicht 1 hinein, die sich unterhalb 
des Teilbereichs 7 befinden. Hierdurch verringert sich 
jedoch deren Konzentration, je weiter die Wegstrecke ist, 
die der Dotierstoff in den Teilbereich 7 - bzw. dem 
darunterbef indlichen Waferbereich - zuruckzulegen hat. Im 
Bereich unterhalb des Teilbereichs 7, d.h. unterhalb des 
Einsagegrabens 7 ist die Bor-Dotierstof fkonzentration daher 
gegenttber der Konzentration in der Mitte zwischen zwei 
Teilbereichen 7 reduziert. Weiterhin bringt es die 
Diffusion bei der beschriebenen strxakturierten Einlagexnng 
der Dotierstof fe auf der Oberseite des Chips 10 mit sich, 
dass der Verlauf der pn-Dif f us ions front , d.h. der Verlauf 
der Grenzflache 12 zwischen - im. Beispiel - positiv 
dotierter erster Schicht 2 und - im Beispiel - negativ 
dotierter zweiter Schicht 1 die gewUnschte und vorteilhaf te 
Struktur bzw. Form aufweist. Die Grenzflache 12 zeigt 
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namlich. im Chipbereich unterhalb des Teilbereichs 7 einexi 
nach oben bin gekrtJinmten Verlauf , d,h. einen Verlauf , der 
nicht parallel ziir Chipebene 13 ist, 

Nacb dem Dif fusionsschritt wird der Wafer auf der Vorder- 
und der Riickseite bzw. der Ober- vmd der Unterseite 
erf indTingsgemaS mit der Oberseitenmetallisiening 4 bzw. der 
Unterseitenmetallisierung 5 versehen, wie dies in der Figur 
3d dargestellt ist. Die Metallschichten 4, 5 dienen der 
Kontaktierung des Chips 10. Erf indungsgem^ kaxm 
insbesondere eine Chrom/Nickel/Silber-Metallisiening 
verwendet werden. 

Nach der Metallisierung werden die einzelnen Chips 10 
vereinzelt, beispielsweise durch Sagen, etwa mit einer 
Diamantsage. Erf indiingsgemafi eignet sich hierfar 
beispielsweise eine DiamantsSge mit einer Sageblattbreite 
von 40/mi, Die sageblattbreite zur Vereinzel\ing der Chips 10 
ist in Figur 3e mit dem Bezugszeichen 30 dargestellt. Durch 
die Vereinzelung der Chips 10 eines* Wafers werden 
erf indungsgemaE die pn-Diodenchips 2 00 bzw. die 
erf indungsgemaSen Halbleiteranordnungen 200 mit reduzierter 
Randfeldstarke erhalten. Hierbei wird der Beveling-Winkel 
im Randbereich 2a der Halbleiteranorctoung 200 definiert und 
eingestellt . 

Die Diodenchips 200 bzw. die Halbleiteranordnung 200 werden 
erf indungsgemaS insbesondere in bekannter Weise in einem 
nicht darges tell ten Gehause, wie z\am Beispiel in einem 
DiodeneinpressgehcLUse , vei-packt . 

Da das Trennen der Diodenchips 200 mittels einer Sage unter 
ungtinstigen SSgeparametern - abhtogig beispielsweise von 
der Kornung der Diamantsplitter , dem Vorschiib, der Drehzahl 
und dergleichen - sehr grol^e Damagezonen 22 am Chiprand 
erzeugen, ist es erf indungsgemaS in vorteilhaf ter Weise 
vorgesehen, diese Damagezone 22 am Chiprand zu entfernen, 
beispielsweise mittels nasschemischer Verfahren - 
beispielsweise Atzen mittels KOH Gasphasenatzen oder 
dergleichen. Besonders vorteilhaf t ist es jedoch, den 
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Trennprozess durch andere, zerstoriingsf reiere- Verfahren, 

wie beispielsweise Atzen oder Laserschneiden mit 

Wasserktihlting, dixrchzuf tihren . Dadurch ist es 

erf indungsgemaS in einer vorteilhaf ten Ausfiihrungsf orm 

moglich, auf die Entfernimg der Damagezojie 2'2 zu 

verzichten. 
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ROBERT BOSCH GMBH, 70442 Stuttgart 
Ansprtiche 

1. Halbleiteranordnung (200) mit einem pn-ttbergang, 
insbesondere eine Diode, die als Chip (10) mit einem 
Randbereich ausgebildet ist, die eine erste Schicht (2) 
eines ersten Leitf ahigkeitstyps und eine zweite Schicht (1) 
eines zweiten, dem ersten Leitf ahigkeitstyp 
entgegengesetzten, Leitf ahigkeitstyps imfaiSt, wobei die 
erste Schicht (2) einen Randbereich (2a) imd einen 
Mittenbereich (2b) aufweist, wobei zwischen der ersten 
Schicht (2) und der zweiten Schicht (1) der pn-Ubergang 
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite 
Schicht (2) in ihrem Randbereich (2a) schwScher dotiert 
vorgesehen ist als in ihrem Mittenbereich (2b) und dass ciie 
Grenzfiache (12) des pn-Obergangs am Randbereich (2a) 
nichtparallel zur Hauptchipebene (13) vorgesehen ist. 

2. Halbleiteranordnung (200) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Grenzflache (12) des pn-Ubergangs 
am Randbereich (2a) mit einem positiven B eve ling- Winkel 
vorgesehen ist. 

3. Halbleiteranordnung (200) nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Grenzflache (12) des pn- 
Ubergangs am Randbereich (2a) gekrtimmt vorgesehen ist. 

4. Halbleiteranordnung (200) nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke des Chips 
(10) am Randbereich (2a) kleiner vorgesehen ist als am 
Mittenbereich' (2b) . 
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5. Verf ahren . zur Herstellung einer Halbleiterahordniing 
(200) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die erste Schicht (2) mittels einer • 
strukturierten Dotieriing hergestellt wird. 

6. Verfahxen nach- Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet , dass 
die strukturierte Dotierung mittels einer Vorbelegung des 
Chips (10) mit Dotierstoff , einem anschlieiSenden Entfernen 
der Belegung in einem Teilbereich (7) des Chips (10) in 
einem nachf olgenden Eintreiben des Dotierstoffs in den Ch.ip 
(10) vorgesehen ist. 

7 - Verf ahren nach Anspruch 5 oder 6 , dadurch 
gekennzeichnet, dass das Entfernen der Belegung durch 
Einsagen erfolgt, wobei das Einsagen insbesondere durch 
eine DiamantsMge oder durch wasseriinterstiitztes 
Laserschneiden erfolgt. 

8. Verf ahren nach Anspruch 5, 6* oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Vorbelegung des Chips (10) mit 
Dotierstoff mittels APCVD-Abschheidung eines dotierten 
Glases oder mittels einer Dotierfolie oder mittels 
Gasphasenbelegung oder mittels lonenimplantation oder 
mittels Aufbringen von Doti-erpasten erfolgt. 
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Halbleiteranordnuncr mit einem pn-tteeraana imd Verf aliren zur 
Herstellima einer Halbleiteranordnmia 

Zus amznenf a s sung* 

Es wird eine Halbleiteranordnung (200) mit einem pn- 
Ubergang und ein Verf aJxren zur Herstellung. einer 
Halbleiteranordnxmg (200) vorgescblagen, wobei die 
Halbleitersoiordnung (200) als Chip (10) mit einem 
Randbereicb ausgebildet ist, wobei die Halbleiteranordnung 

(200) eine erste Scbicht (2) eines erst en 
Leitfahigkeitstyps und eine zweite Schicht (1) eines 
zweiten, dem ersten Leitf ahigkeitstyp entgegengesetzten, 
Leitfahigkeitstyps innfaSt, wobei die erste Schicht (2) 
einen Randbereich (2a) und einen Mittenbereich (2b) 
aufweist, wobei zwischen der ersten Schicht (2) und der 
zweiten Schicht (1) der pn-Ubergang vorgesehen ist, wobei 
die zweite Schicht (2) in ihrem Randbereich (2a) schwacher 
dotiert vorgesehen ist als in ihrem Mittenbereich (2b) und 
wobei die Grenzflache (12) des pn-tJbergangs am Randbereich 

(2a) nichtparallel zur Hauptchipebene (13) vorgesehen ist. 


1 / 2 


42226- 



IB 

2/2 


42226 



